




・;:.,' ", 〆…v …材，，，問。ゆゆ '・ ,.,._.;>//.<¥: 一叫＂ ,; ·＇＇＂~＂＂＂＇＂＇＇ ＇ー ルノ ー 守唄想問曹曙里島町九 ～ 
(1）プロジェクトの背景・目的
2005年のIEEEInternational Electron Devices Meeting(IEDM）において、図 1のようなInSb 
を用いたロジック LSI向けトランジスタが発表された。非常に高い電子移動度と高い電子飽和速度
を持った InSbをチャネル層に用いた超低電圧駆動 FETで
































表面再構成制御成長法では、 Si(111）基板上へ 1ML程度の In及び Sb原子を吸着させること
により InSb単分子層を形成し、その上に InSb薄膜を 2段階成長法を用いて成長する。図 3に
示すように、 InSb単分子層を形成する際、 In原子と Sb原子との置換反応が起こり、 In原子の下
にSb原子が潜り込んで、 Si Sb Inとしづ積層順となる。この時、いくらかの In原子が基板表面
から脱離してしまうため、 2x1-Sb表面再構成が形成される。この 2x1-Sb再構成構造上では lnSb




(a) In誘起表面再構成 (b) (a）の上への Sb吸着 (c）置換及びInの脱離
図 2InSb単分子層形成時における In原子の脱離





今回はより In被覆量の多い rectangularphase (1.2ML）を用いた。
表 1 In誘起表面再構成とその In被覆量























lnSb薄膜は 2段階成長法を用いて作製した。まず、形成した lnSb単分子層からの In原
子の脱離を抑制するため、 1層目は基板温度 200℃で 300Aの lnSb層を成長させる。その
後 2層目の成長温度（3-50℃）までゆっくりと昇温して結晶化させた後、 2層目の InSb層
を成長させる。作製した InSb薄膜の膜厚は約 1.1μmであった。薄膜の表面性および配向
性を反射型高速電子線回折（Reflectionhigh-energy electron diffraction : RHEED）、結晶性を
X線回折法（X-raydiffraction : XRD）、電気的特性をvander Pauw法を用いて評価した。




















































現時点でこの分野で先行している Intelでさえ 2μm以上の分厚いバッファ層を介して Si
基板上に InSb量子井戸型 FETを作製している。しかし我々の研究成果は、僅か 1分子層
という非常に薄いバッファ層を介して FET構造を作製できる可能性を持っている。しかも、
そのバッファ層材料は薄膜の構成元素からなっており、バッファ層材料による薄膜汚染の
問題も起こらない。デバイス特性のデモンストレーションができれば、半導体業界に大き
なインパクトを与えられると考えている。
今後、 InSbを用いた QW-FET作製に対する研究過程において、この膜成長法に最適な
デバイス製造法等で特許を取得できると考えている。
(5）利用施設
極微表面解析顕微システム
高出力・高分解能 X線回折システム（薄膜材料解析装置部： ATX-E)
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